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O modelamento desse meio laser tem por
finalidade a determinacdo das concentrac¢des oétimas
dos sensitizadores (Ex, Tm) necessarias para
viabilizar a ag¢do laser do meio aumentando a
inversdo de populagdo no ion de Ho.

Utilizando--se um modelo de distribuicéo
estatistica dos ions no cristal, juntamente com os
pardmetros microscépicos de interacio Cp, Coa
computados separadamente, foi possivel determinar a
eficiéncia de transferéncia ‘Ilmq(Er)—+PIy(Bo) em
fung¢do da concentragdo de Er e Ho no cristal
codopado.

Da mesma forma, também foi possivel
determinar a concentracdo étima de Tm favorecendo a
transferéncia ’F. (Tm) —)SI-, {Ho) .

Determinando-se a eficiéncia de populagdo dos
niveis doadores 411y2(Er) e 3F,;(’I‘m) em sistemas
independentes ¢é possivel relacionar a energia de
bombeamento com a inversdo de populacdo AN do meio
e por sua vez com o “small signal gain” do sistema.

O céalculo de ganho de um bastdo laser em
funcdo da concentracdo de Ho permite a determinacédo
das concentragdo de Ho que minimiza a energia de
bombeamento.

Os valores obtidos do modelo sdo comparados
com os resultados de um sistema real.
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